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はじめに： MgZnOは、ZnO/MgZnOヘテロ構造を用いた紫外域光デバイス[1]やソーラブラインド

紫外受光素子、OLEDの電子注入層[2]、紫外～可視域にわたる広帯域透明導電膜[3]等への応用が期

待されるワイドギャップ半導体材料である。本研究では、簡便な装置構成や高い材料利用効率、

大面積対応性等の特徴を有する溶液系成膜技術であり、薄膜積層構造への応用も期待される静電

塗布法(ESD)によるMgZnO薄膜の成膜特性について検討を行ったので報告する。 

実験：MgZnO 膜の成膜には、ノズル近傍に引出電極を有する多電極型 ESD 法（ナノミスト堆積

法：NMD法と呼称）を用いた[4]。装置の概略図を Fig. 1に示す。成膜距離を d1、金属ノズル電極

電位を HV1、引出電極を HV2、基板をアースとし、溶液をシリンジポンプで供給した。溶液には

エタノールとエタノールアミンの混合溶媒に Zn(CH3COO)・2H2OとMg(CH3COO)2・4H2Oを 0.023 

M/Lで溶かしたものを用いた。d1、HV1、HV2をそれぞれ 30 mm、4.3 kV、2.5 kV、基板温度を 260、

300、360 ℃のいずれかに制御した。表面導電性を確保するために PEDOT:PSSをスピンコート法

で成膜した石英基板に、Mg 濃度を 0.0≦x≦0.4 の間で変化させた溶液を用いて NMD 法で

MgxZn1-xO 膜を成膜した。MgxZn1-xO 膜の評価には、白色光干渉顕微鏡による表面粗さ RMS 値と

透過スペクトルから算出した吸収端エネルギー（バンドギャップ）を用いた。 

結果：Fig. 2に基板温度 260、300、360 ℃での RMS値の溶液中Mg濃度依存性を示す。Mg濃度

とともに RMS値が増加する傾向が見られたが、基板温度を 360℃に上げることにより RMS値は

2 nm以下まで大幅に改善した。Fig.3にMg濃度 0.0≦x≦0.4におけるMgxZn1-xO膜の吸収端エネ

ルギーを示す。Mg濃度の増加とともに吸収端エネルギーが増加し、3.55 eV付近で飽和する傾向

が見られた。これは NMD(ESD)法が熱平衡に近い条件で成膜される溶液系成膜法であり、ZnOに

対して固溶限の低いMgOが偏析しやすく、固相中のMg組成が飽和したためと考察される。 
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  Fig. 1 Schematic of NMD system 
Fig. 3 Absorption edge energy 

as a function of Mg  
concentration in the solution 

Fig. 2 RMS as a function of Mg 
concentration in the solution 
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